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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T15651《半导体器件》的第5-6部分,GB/T15651已发布了以下部分:
———半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分:光电子器件(GB/T15651—1995);
———半导体分立器件和集成电路 第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性(GB/T15651.2—

2003);
———半导体分立器件和集成电路 第5-3部分:光电子器件 测试方法(GB/T15651.3—2003);
———半导体器件分立器件 第5-4部分:光电子器件 半导体激光器(GB/T15651.4—2017);
———半导体器件 第5-6部分:光电子器件 发光二极管(GB/T15651.6—2023)。
本文件等同采用IEC60747-5-6:2021《半导体器件 第5-6部分:光电子器件 发光二极管》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———增加表1中脚注g和h,表2中脚注1,表5中脚注j,表6中脚注m,表7中脚注f。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部(电子)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第十三研究所、国家半导体器件质量检验检测中心、中国

电子技术标准化研究院、深圳市标准技术研究院、晶能光电(江西)有限公司、山东浪潮华光光电子股份

有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、华南理工大学、福建鸿博光电科技有限公司、广州赛西标准检测

研究院有限公司、北京集创北方科技股份有限公司、河北中电科航检测技术服务有限公司。
本文件主要起草人:刘东月、黄杰、赵敏、刘秀娟、赵涛、胡轶、王成新、吕天刚、李宗涛、陈庆美、

吴杜雄、樊磊、茹志芹、赵莉红、刘芳、李长普、赵鹏。
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引  言

  制定GB/T15651系列的第5-6部分,为一般工业应用的发光二极管产品的测试、评价等提供适当

的依据。

GB/T15651系列的第5部分是半导体光电子器件的系列标准,主要规定了光电子器件的总体要

求、基本额定值和特性、测试方法、半导体激光器、光电耦合器、发光二极管、光电二极管和光电晶体管等

器件的技术要求、质量保证规定等内容,拟由以下几个部分构成。
———第5部分:光电子器件。目的在于给出半导体光发射器件、半导体光电探测器件、半导体光敏

元器件、内部工作机理与光辐射有关的半导体器件和分类型器件的标准。
———第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性。目的在于给出半导体光电子发射器件、半导体

光电探测器件、半导体光敏器件、内部进行光辐射工作的半导体器件及分类为光电子器件的基

本额定值和特性,用于光纤系统或子系统的除外。
———第5-3部分:光电子器件 测试方法。目的在于给出光电子器件的测试方法,用于光纤系统或

子系统的除外。
———第5-4部分:光电子器件 半导体激光器。目的在于规定半导体激光器的基本额定值、特性及

测试方法。
———第5-5部分:光电子器件 光电耦合器。目的在于规定光电耦合器的术语、基本额定值、特性、

安全试验及测量方法。
———第5-6部分:光电子器件 发光二极管。目的在于规定发光二极管的术语、额定值和特性、测

试方法和质量评估方法。
———第5-7部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管。目的在于规定光电二极管和光电晶体

管的术语、基本额定值和特性以及测量方法。
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半导体器件 第5-6部分:
光电子器件 发光二极管

1 范围

本文件规定了一般工业应用的发光二极管(LED)的术语、基本额定值和特性、测试方法和质量评

定,涉及信号器、控制器、传感器等。
本文件不包括照明用LED。

LED分为以下五种类型:

a) LED器件;

b) LED平面发光器件;

c) LED数字显示和字母-数字显示;

d) 显示用点阵LED;

e) 红外发射二极管(IRLED);

f) 紫外发射二极管(UVLED)。
本文件包括带有散热器或具有同等散热器功能的LED。
本文件不包括整体LED和控制装置、集成LED模块、半集成LED模块、集成LED灯或半集成LED灯。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO2859-1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划Sam-
plingproceduresforinspectionbyattributes—Part1:Samplingschemesindexedbyacceptancequality
limit(AQL)forlot-by-lotinspection)

注:GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO
2859-1:1999,IDT)

IEC60051(所有部分) 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件(Directactingindicatinganalogue
electricalmeasuringinstrumentsandtheiraccessories)

IEC60068-2-17 基本环境试验规程 第2-17部分:试验 试验Q:密封(Basicenvironmentaltes-
tingprocedures—Part2-17:Tests—TestQ:Sealing)

IEC60068-2-30 环境试验 第2-30部分:试验方法试验Db交变湿热,循环(12h+12h循环)
[Environmentaltesting—Part2-30:Tests—TestDb:Dampheat,cyclic(12h+12hcycle)]

IEC60747-5-13 半导体器件 第5-13部分:光电子器件 LED封装的硫化氢腐蚀试验(Semicon-
ductordevices—Part5-13:Optoelectronicdevices—HydrogensulphidecorrosiontestforLEDpackages)

IEC60749-6 半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存(Semiconductordevices—

Mechanicalandclimatictestmethods—Part6:Storageathightemperature)

IEC60749-10 半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击(Semiconductor
devices—Mechanicalandclimatictestmethods—Part10:Mechanicalshock)
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